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我々はポリマー基板上の多結晶（poly-, polycrystalline）Si 薄膜によるフレキシブルディスプレイ、も

しくは太陽電池の実現のため、結晶化プロセスの低温化の研究をおこなってきた。本研究の目的は透

明導電膜を堆積したポリカーボネート基板上[1]（以下、基板）において、poly-Si薄膜の結晶成長

をおこなうことである。図 1 は試料の構造を示す。基板に堆積された透明導電膜は膜厚 120 nmの

IZO（Indium Zinc Oxide）薄膜であった。非晶質（a-, amorphous）Si薄膜は基板の透明導電膜上に

RFスパッタリング法により 100 nm堆積した。poly-Si薄膜は Nd:YAG レーザの二倍高調波（2）

である波長 532 nmのレーザ光を空気中においてエネルギー密度 133～266 mJ/cm
2、ショット数 20 シ

ョットの条件で a-Si 薄膜へ照射することで形成した。図 2 は 2のレーザ光照射により形成された

poly-Si 薄膜のラマンスペクトルを示す。エネル

ギー密度 133 mJ/cm
2の場合、515 cm

-1近傍に小さ

なピークが観測されていることから、poly-Si薄

膜の結晶化が確認された。エネルギー密度 200 

mJ/cm
2 の場合、515 cm

-1 近傍のピークの増大と

a-Si に由来するブロードなピークの減少が確認

された。エネルギー密度 266 mJ/cm
2の場合、ピー

クシフト位置 515 及び 519 cm
-1においてピーク

が観察された。この結果は内部応力の小さな

poly-Si薄膜が得られたことを示している。以上

の結果は、ポリマー基板上のフレキシブル太陽

電池、もしくは受光素子などの応用への可能性

を示唆するものである。 
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図 1 試料の構造 
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図 2 2のレーザ光照射により形成された poly-Si薄膜

のラマンスペクトル 
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